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１．概要（Summary） 

半導体レーザーや LED は小型安定でかつ低コストで

制御性のよい光源として広く利用されており、広い利得帯

域幅のためパルス光発生に適しているためバイオイメー

ジングやレーザー加工への応用としても期待されている。 

本課題では、半導体レーザー内での電極を分割するこ

とで利得領域と吸収領域を持つマルチセクション半導体

レーザーの開発を行い、利得吸収を制御した下での利得

スイッチング動作の評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

・高速マスクレス露光装置 

・化合物ドライエッチング装置 

・多目的ドライエッチング装置 

・全自動スパッタ装置 

・プラズマ CVD装置 

・急速赤外線アニール炉 

・ワイヤーボンダー 

・走査電子顕微鏡 

 

【実験方法】 

GaAs/AlGaAs 系の半導体レーザー基板にフォトプロ

セスを用いてマルチセクション半導体レーザーの開発を

行った。半導体基板は、研究室所有の MBE 装置にて成

長したものを用いた。基板のエッチング、光導波路パター

ンの作製、コンタクト電極の成膜等の微細加工プロセスを

行うためにNIMS微細加工プラットフォームの装置を用い

て実験を行った。 

作製したマルチセクション半導体レーザーを用いて、光

励起利得スイッチング動作実験を行い、ストリークカメラ測

定や自己相関測定により発生パルスを評価した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

FIG. 1 は作製したマルチセクション半導体レーザー素

子の SEM画像である。サンプル成長面上にある島は、周

囲をエッチングし電極パッドを成膜した。電極パッド部分

では励起光が反射されるためキャリアが生成されず吸収

領域となる。FIG. 2 は電極パッドのない位置と共振器長

250 m中 40m を電極パッドで覆った位置において光

励起した時の発生パルスをストリークカメラで測定したもの

である。40m 幅パッド位置での励起では電極パッド無し

での場合と比べ、パルス立ち下がりのテール成分が小さく、

パルス幅が小さくなっていることがわかる。本評価実験に

より共振器の一部に吸収領域を設けることで発生パルス

の加工なしにパルス幅を短くすることが可能であることが

わかった。 
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FIG. 1 Sample image 
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FIG.2 Generation pulse 
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camera. 


